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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CEA-Leti met le procédé Fully Depleted SOI 20 nm de R&D à disposition par l’intermédiaire du CMP
Grenoble, FRANCE, et Tokyo, JAPON, 1er octobre 2010 ; Durant l’atelier FDSOI qui s’est tenu à l’Université de Tokyo, le CEA-Leti et CMP (Circuits Multi Projets®) ont annoncé le lancement d’une initiative MPW (Multi Project Wafers) basée sur le procédé FDSOI (Fully depleted SOI) 20 nm, mettant la structure 300 mm à disposition des spécialistes de la conception.
Cette proposition MPW est en partie soutenue par le réseau EUROSOI+ qui réunit les principaux partenaires universitaires européens sur la technologie SOI.
« Le Leti est à l’avant-garde de la technologie SOI depuis des années, il obtient les meilleurs résultats dans la recherche la plus avancée sur le FDSOI, évalue avec plusieurs clients de l’industrie les principaux avantages du FDSOI dans les applications hautes performances et faible consommation. » a déclaré Laurent Malier, Président du CEA-Leti. « Il est temps maintenant d'élargir la diffusion de la technologie FDSOI en réalisant des scénarios d’essai sur les procédés 20 nm et plus. Ce point va changer la donne, ouvrir une brèche dans le mur de la technologie et permettre aux spécialistes internationaux de la conception en R&D d'y accéder ; il va également permettre au silicium de faire l'objet de conceptions innovantes. »
« Le CMP est très fier de proposer un procédé très avancé aux spécialistes. Il va permettre aux chercheurs et aux ingénieurs d’expérimenter les avantages du SOI sur une génération technologique avancée. » a déclaré Bernard Courtois, Directeur du CMP.
Le CEA-Leti est impliqué dans la R&D du FDSOI depuis de nombreuses années, il a développé en interne une approche FDSOI HighK Metal Gate ainsi que plusieurs outils de conceptions et de simulation spécifiques basés sur des flots de conception suivant les normes industrielles. Pour les générations futures, la technologie FDSOI présente de nombreux avantages par rapport à la technologie conventionnelle de série. L’intégrité électrostatique des transistors est garantie par la finesse du corps sans nécessiter d’étapes de litho supplémentaire, comme dans le cas des FinFETs ou des canaux dopés. On arrive alors à une technologie planar qui présente en même temps un excellent comportement canal court et qui améliore significativement la variabilité, comme le prouvent de nombreux articles récents.
Cette technologie propose les éléments de base suivants :
-
Transistors CMOS avec canal non dopé et pellicule silicium de 6 nm d’épaisseur
-
Empilement HighK / Metal Gate 
-
Tension de seuil unique (Us) n- et pMOSFET avec Us équilibré de ± 0,4 V
-
Design Kit associé contenant modèle SPICE (langage Verilog-A), cartes modèles extraites des données silicium, cellules P, DRC, LVS, schémas, parasites
-
Documentation Design Kit 

Le lancement du premier essai est prévu pour septembre 2011. Tous les détails seront bientôt disponibles sur le site CMP.
About CEA-Leti
CEA is a French research and technology public organisation, with activities in four main areas: energy, information technologies, healthcare technologies and defence and security. Within CEA, the Laboratory for Electronics & Information Technology (CEA-Leti) works with companies in order to increase their competitiveness through technological innovation and transfers. CEA-Leti is focused on micro and nanotechnologies and their applications, from wireless devices and systems, to biology and healthcare or photonics. Nanoelectronics and microsystems (MEMS) are at the core of its activities. As a major player in MINATEC campus, CEA-Leti operates 8,000-m” state-of-the-art clean rooms, on 24/7 mode, on 200mm and 300mm wafer standards. With 1,200 employees, CEA-Leti trains more than 150 Ph.D. students and hosts 200 assignees from partner companies. Strongly committed to the creation of value for the industry, CEA-Leti puts a strong emphasis on intellectual property and owns more than 1,500 patent families.
For more information about Leti, please visit www.leti.fr.
A propos de CMP
Le CMP est un courtier en circuits intégrés et en MEMS pour les besoins du prototypage et de la production à petits volumes. Les circuits sont fabriqués pour les universités, les laboratoires de recherche et les sociétés industrielles. Des technologies industrielles avancées sont disponibles pour les CMOS, BiCmos, SiGe BiCMOS, MEMS, etc.  CMP distribue et soutient plusieurs logiciels de CAO pour les sociétés industrielles et les universités. Depuis 1981, plus de 1 000 institutions réparties dans 70 pays ont été servies, plus de 6 000 projets ont été prototypés à travers 700 essais et 56 technologies différentes ont été mises en interface.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://cmp.imag.fr.
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